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氧化镓单晶抛光片
Gallium oxide single crystal polished wafers
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前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）和全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分委会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：杭州富加镓业科技有限公司等

本文件主要起草人：

氧化镓单晶抛光片
范围
本文件规定了氧化镓单晶（β-Ga2O3）抛光片的技术要求、检测方法、检测规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文适用于熔体法制备的氧化镓单晶抛光片。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6616 半导体晶片电阻率及半导体薄膜薄层电阻的测试非接触涡流法
GB T 6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619 硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620 硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 13387 硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 14140 硅片直径测量方法

GB/T 14264 半导体材料术语
GB/T 32188 氮化镓单晶衬底片X射线双晶摇摆曲线半高宽测试方法

GB/T 32189 氮化镓单晶衬底表面粗糙度的原子力显微镜检验法

GB/T 41765 碳化硅单晶位错密度的测试方法

GB/T 42271 半绝缘碳化硅单晶的电阻率非接触测试方法
术语和定义
GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。
牌号及分类
牌号
氧化镓单晶抛光片的牌号表示应符合附录A的规定。
产品分类

氧化镓单晶抛光片按导电性能分为：导电型和绝缘型。
氧化镓单晶抛光片按直径分为：50.8 mm；100.0 mm；150.0 mm。
氧化镓单晶抛光片按晶面取向分为：(100)面；(010)面；(001)面。
技术要求
表面取向和定位边取向

   氧化镓单晶抛光片的表面取向和定位边取向应符合表1的规定。
表1 表面取向及定位边取向
	项目
	要求

	表面取向
	(100)面 ± 1°
	(010)面 ± 1°
	(001)面 ± 1°

	主定位边
	平行于(010)面 ± 0.5°
	平行于(100）面 ± 0.5°
	平行于(010)面 ± 0.5°

	次定位边
	沿主定位边方向顺时针

旋转90° ± 0.5°
	沿主定位边方向顺时针

旋转180° ± 0.5°
	沿主定位边方向顺时针

旋转45° ± 0.5°

	示意图
	
	
	

	注：如有特殊需求，由供需双方协商确定。


外观质量

氧化镓单晶抛光片外观颜色应均匀一致，无裂纹、孔洞、划痕、崩边、气泡、缺损等缺陷。

几何参数
氧化镓单晶抛光片的几何参数应符合表2的规定。
表2 几何参数
	项目
	要求

	
	Ф50.8 mm
	Ф100.0 mm
	Ф150.0 mm

	直径/ mm
	50.8±0.3
	100.0±0.5
	150±0.7

	主定位边长度/μm
	16.0±2.0
	32.5±2.5
	57.5±3.0

	次定位边长度/μm
	8.0±2.0
	18.0±2.5
	22±3.0

	厚度/μm
	350±20
	500±30
	650±50

	总厚度变化/μm
	≤15
	≤30
	≤45

	翘曲度/μm
	≤25
	≤45
	≤65

	弯曲度/μm
	≤15
	≤35
	≤55

	注：如有特殊需求，由供需双方协商确定。


表面粗糙度
氧化镓单晶抛光片的表面粗糙度应符合表3的规定。

表3 表面粗糙度

	项目
	要求

	
	Ф50.8 mm
	Ф100.0 mm
	Ф150.0 mm

	表面粗糙度/nm
	≤0.5
	≤0.5
	≤0.5

	注：如有特殊需求，由供需双方协商确定。


电阻率
氧化镓单晶抛光片的电阻率应符合表4的规定。

表4 电阻率
	项目
	要求

	
	导电型
	半绝缘型

	电阻率/Ω·cm
	＜0.03
	＞1×1010

	注：如有特殊需求，由供需双方协商确定。


结晶质量
氧化镓单晶抛光片的结晶质量用高分辨XRD双晶摇摆曲线的半高宽表示，应符合表5的规定。
表5 结晶质量

	项目
	半高宽（FWHM） arcsec

	
	Ф50.8 mm
	Ф100.0 mm
	Ф150.0 mm

	面
	≤150
	≤250
	≤350

	(010) 面
	≤250
	≤300
	≤350

	(001) 面
	≤150
	≤250
	≤350

	注：如有特殊需求，由供需双方协商确定。


位错密度
氧化镓单晶抛光片的位错密度应符合表6的规定。
表6 位错密度

	项目
	要求

	
	Ф50.8 mm
	Ф100.0 mm
	Ф150.0 mm

	位错密度/ cm2
	＜1×104
	＜1×104
	＜1×104

	注：如有特殊需求，由供需双方协商确定。


试验方法
外观质量 
    氧化镓单晶抛光片外观质量的测试方法按 GB/T 6624的规定执行。

几何参数
氧化镓单晶抛光片直径的测试方法按GB/T 14140的规定执行。

氧化镓单晶抛光片主定位边长度、次定位边长度的测试方法按GB/T 13387的规定执行。

氧化镓单晶抛光片厚度及总厚度变化的测试方法按GB/T 6618的规定执行。
氧化镓单晶抛光片翘曲度的测试方法按GB/T 6620的规定执行。

氧化镓单晶抛光片弯曲度的测试方法按GB/T 6619的规定执行。

表面粗糙度

氧化镓单晶抛光片表面粗糙度的测试方法按 GB/T 32189的规定执行。
电阻率
N型氧化镓单晶抛光片电阻率的测试方法按GB/T 6616的规定执行。

半绝缘型氧化镓单晶抛光片电阻率的测试方法按照GB/T 42271的规定执行。

结晶质量
氧化镓单晶抛光片结晶质量的测试方法按照 GB/T 32188 的规定执行，氧化镓单晶衍射面及布拉格衍射角见表7。

表7 氧化镓单晶衍射面及布拉格衍射角

	衍射晶面
	布拉格衍射角

	(002)
	31.697(

	(400)
	30.095(

	(020)
	60.897(


位错密度

    氧化镓单晶抛光片位错密度的测量按 GB/T 41765的规定执行。

注：氧化镓单晶抛光片采用质量分数85%的分析纯磷酸加热到150℃并在150 ℃条件下保温120 min，用显微镜观察腐蚀坑，根据 Nd=n/S 计算平均值。

检测规则

检查和验收
产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单的规定。
需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

由同一组成、同一批原料在同一条生产线上经相同工艺连续生产的产品组成。
检测项目

氧化镓单晶抛光片检验项目应符合表8的规定。
表8 检验项目和接收质量限
	检验顺序
	检验项目
	要求条款号
	试验方法条款号
	接收质量限（AQL）

	1
	外观质量
	5.2
	6.1
	5.0

	2
	直径
	5.3
	6.2.1
	5.0

	3
	主定位边长度
	5.3
	6.2.2
	5.0

	4
	次定位边长度
	5.3
	6.2.2
	5.0

	5
	厚度
	5.3
	6.2.3
	5.0

	6
	总厚度变化
	5.3
	6.2.3
	5.0

	7
	翘曲度
	5.3
	6.2.4
	5.0

	8
	弯曲度
	5.3
	6.2.5
	5.0

	9
	表面粗糙度
	5.4
	6.3
	5.0

	10
	电阻率
	5.5
	6.4
	5.0

	11
	结晶质量
	5.6
	6.5
	5.0

	12
	位错密度
	5.7
	6.6
	5.0


取样
非破坏性检验项目的检验取样按GB/T 2828.1—2012一般检验水平Ⅱ、正常检验一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定抽样方案。
破坏性检验项目的检验取样按GB/T 2828.1—2012特殊检验水平S2、正常检验一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定抽样方案
检验结果的判定

氧化镓单晶抛光片各检验项目的检验结果接收质量限应符合表8的规定，如有特殊要求由供需双方协商确定。

标志、包装、运输、贮存和随行文件
标志

包装盒应贴有产品标签。标签内容至少应包括：产品名称（牌号），规格，批号及日期。
包装盒应成箱包装，包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”“防潮”“易碎”“防腐”等标识，并注明：

需方名称、地点；

产品名称、牌号，数量及重量；

执行标准编号；

供方名称。
包装

氧化镓单晶抛光片应使用有防玷污、防碎裂、防擦伤保护的专用包装盒包装。
包装盒应在千级环境中或充惰性气体环境中抽真空，并以洁净的包装袋包装，将包装好的包装盒置于包装箱中，包装箱箱内空隙应用包装材料缓冲。
氧化镓单晶抛光片包装应在洁净室等级为千级以上的环境下完成，并保证包装环境温度为23℃ ± 5℃，湿度50% ± 20%。

运输

氧化镓单晶抛光片在运输过程中应轻装轻卸，不得挤压，并采取防震、防潮等措施。

贮存

氧化镓单晶抛光片应存放在清洁、干燥、无腐蚀性物质和其他污染物的环境中。

随行文件

每批氧化镓单晶抛光片应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括各项参数检验结果和检验部分印记。

订货单内容
需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出以下内容：

产品名称；
产品规格；

技术指标要求；

产品数量；

本文件编号；

附 录 A

(规范性)

氧化镓单晶抛光片的牌号表示方法
氧化镓单晶抛光片的牌号由单双抛、导电类型、晶面、尺寸组成，示例见图1，由数字和字母组成，命名规则如下： 

□ － □ × □ × □ 


                                             尺寸
                                                 晶面

                                                       导电类型

                                                            单双抛
图A.1 氧化镓单晶抛光片的牌号

单双抛。1：单抛；2：双抛。
分隔符 “-”。

导电类型。B：导电型；C：半绝缘型。

晶面。100：(100)面；010：(010)面；001：(001)面。
尺寸。2IN：2英寸；4IN：4英寸；6IN：6英寸。
编号举例：1-C×100×6IN。表示：单抛半绝缘型(100)面6英寸氧化镓抛光片。
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